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グラフェンが示す特異な物性は原子層数に強く依存しており、原子層数を制御する技術の確立が広範

な産業分野において期待されている[1]。グラフェンが多層積層したグラファイトにおいては、レーザー照

射により表面数層が集団剥離する現象が明らかになっている[2]。本研究では SiC 上にエピタキシャル成

長させたグラフェン薄膜について、光励起によって誘起される構造変化の特徴と励起条件との相関を明

確にし、グラフェン薄膜の光励起に対する構造安定性に関する基礎的知見と共に、光励起による層数制

御に関する情報を得た。 

 face-to-face 加熱蒸気法[3]を用いて SiC(0001)表面上にグラフェン薄膜をエピタキシャル成長させた。

合成した試料にフェムト秒レーザー光(800nm, 1kHz, p-pol.)を照射し、照射前後にラマン散乱スペクトル

を測定した。図 1(a)に測定したスペクトルの一部を示す。照射前に 2700cm-1 近傍に観察されるピークは

double phonon scattering に起因する 2D ラマンピークである。160mJ/cm2 のレーザーパルスを 1200shot

照射後には、ピークの高波数側における強度が減衰し、全体のピーク位置が低波数側にシフトしているこ

とがわかる。更に、この試料に 320mJ/cm２の強度で連続照射したが、スペクトル形状に変化は見られなか

った。観測されたスペクトルを A) 2685cm-1 と B) 2707cm-1 にピークを持つ２つのローレンツ関数で分離し、

照射回数に対するそれぞれのピーク強度の変化を図 1(b)に示した．B ピークの強度が照射量の増大に対

して減少するのに対して，A ピーク強度は反相関的に増大している。2D ピークは、グラフェン層数の減少

によりピーク位置が低波数側にシフトすることが知られている[3]。本研究の結果は、光励起により多層グ

ラフェン領域から選択的に原子層が剥離し、単層グラフェン領域が増大していくことを示している。 
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図 1 (a) レーザー光照射前（黒線） 

及び照射後(800nm, 1kHz, 1200 
shots)（赤線）におけるグラフェ

ン/ SiC(0001)試料の２D ラマン

散乱ピーク形状の変化. 
 (b) A 及び B ピーク（本文参照） 
強度の照射回数依存性. 
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